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) Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitenden oder nichtisitenden Schichten fiir verbesserte Leuchtstoffhaftung
auf planen oder in einer Richtung gekriimmten Substraten fiir Farb-Blidschirme und -Bildanzeigegeriite,

@ Fir ein Verfahren zum Herstellen gut haftender Leucht-
stoffschichten (3) fiir Farb-Bildschirme und Farb-Bildanzeigege-
réte wird erfindungsgem#&B vorgeschiagen, die innere Oberflé-
che des Schirmgiases (1) mit einer Siliciumdioxidschicht und/
oder dotierten Zinnoxidschicht zu versehen, wobei als Aus-
gangsmaterialien alkoholische Losungen von sauerstoffreichen
organischen Silicium- und/oder Zinnverbindungen verwendet
werden, und zwischen dem Trocknen und Tempern dieser
Schicht (2) die Leuchtstoffschichten (3) aufzubringen.

ACTORUM AG



10

15

20

0003551

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT VPA 7P 1013 EPC
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Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitenden oder
nichtleitenden Schichten flir verbesserte Leuchtstoff-
haftung auf planen oder in einer Richtung gekriimmten

Substraten fiir Farb-Bildschirme und-Bildanzeigegeréte.

Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung von elektrisch leitenden oder nichtlei-
tenden Schichten fiir verbesserte Leuchtstoffhaftung auf
planen oder in einer Richtung gekriimmten Substraten fir
Farbbildschirme und -Bildanzeigegerdte, bei dem auf die
als Substrat dienende Schirmglasplatte Suspensionen un-
ter Zusatz von a2ls Haftvermittler dienenden, glasbilden-
den und/oder elektrische Schichten bildenden Zusdtzen
aufgebracht werden.

Fir die hohe Lebensdauer von Leuchtschirmen ist eine
gute Haftung der Leuchtstoff(Phosphor)-Schicht auf dem
Bildschirm Voraussetzung. AuSerdem ist erwlinscht, die
Weichglasoberfléche auf der dem Phosphor zugewandten
Seite zu vergliten, um z. B. Gas-Ionen-Ausbriiche widhrend
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des ElektronenbeschuBes zu reduzieren. Ein weiteres
Ziel ist der Aufbau leitfdhiger Unterschichten zur elek-
trischen Ableitung, um eine elektrostatische Aufladung
der Glasoberflidche zu verhindern.

Es ist bekannt, durch Zusatz von Wasserglas (K25103) zu
Leuchtstoffsuspensionen die Haftfestigkeit der dadurch
hergestellten Leuchtstoffschichten auf den als Substrat
dienenden Schirmglédsern zu verbessern und gleichzeitig
die Kohidsion der Leuchtstoffschicht in sich zu erhdhen.
Nach dem Tempern sind die einzelnen Leuchtstoffpartikel
sowohl untereinander als auch mit der Glasoberfléche
durch eine diinne alkalische Glasschicht verbunden.

Zur Glasverglitung wurde auch vorgeschlagen, das Schirm-
glas mit Siliciumdioxid zu bedampfen oder zu besputtern.

Aus der DT-0S 25 40 132 ist ein Verfahren zur Herstel-
lung von Leuchtstoffpunkten flir Bildréhren zu entnehmen,
bei dem die Leuchtstoffpunkte durch eine Kombination
Druck- und Fototechnik aufgebracht werden, wobei die
Leuchtstoffe mit dem lichtempfindlichen Material und
Glaspulver gemischt aufgedruckt, belichtet, entwickelt
und mit dem Glas verschmolzen werden.

Die Erfindung stellt sich nun die Aufgabe, einen Bild-

schirm herzustellen, bei dem neben den drei zu erfiillen-

den Forderungen:

1. Verglitung der Glasoberfliéche,

2. Einbau wirksamer Haftvermittler in die Leuchtstoff-
schicht und

3. Leitféhigkeit der Unterschicht,

auch die Phosphorschicht in.ihren Leuchteigenschaften,

insbesondere in Bezug auf niederenergetische Kathoden-

strahl-Anregung (kleiner 10 keV) nicht verschlechtert

wird.
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Zur Lbsung dieser Aufgabe wird erfindungsgem# vorge-
schlagen, die Oberflédche der Schirmglasplatte vor der
Leuchtstoffbeschichtung mit einer alkoholischen Losung
von sauerstoffreichen organischen Silicium- und/oder
mit Dotierungsatomen versehenen Zinnverbindungen zu be-
schichten, nach dem Antrocknen dieser Schicht die
Leuchtstoffbeschichtung durchzufiihren und dann in einem
Temperproze die Leuchtstoffe in der beim Tempern gebll-
deten Siliciumdioxidschicht und/oder dotierten Zinnoxid-
schicht zu verankern.

Dabei liegt es im Rahmen des Erfindungsgedankens, die
Silicium- und/oder Zinnsalze der niederen Karbonsiuren,
wie Tetraacetoxysilan und/oder Tetraacetoxystannan in
Acetessigester, in Alkohol gelbst, aufzubringen oder
auch in Alkohol geldste niedere Mono- und/oder Dicarbon-
sduren zu verwenden, die an ihrem Anion ganz oder teil-
weise durch Silicium- und/oder Zinnhalogenide substi-
tuiert sind.

Es ist aber auch méglich, andere metallorganische Ver-
bindungen zu verwenden, wie z. B. Halogenide von
Silicium und/oder Zinn, die an ihren Anionen teilweise

~durch Sdurereste von niederen Mono- und/oder Dicarbon-

sduren und durch Hydroxyl- oder Alkoholreste niederer
Alkohole substituiert sind.

Als Dotierstoffe werden bei Verwendung organischer Zinn-

. verbindungen Antimon- oder Indiumverbindungen beige-

mischt.

Als Losungsmittel werden Alkohole und Karbonsduren ver-
wendet, die weniger oder maximal vier Kohlenstoffatome
in einer Kette enthalten.
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In einer Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist vor-

gesehen, die Schichtdicke der aufgebrachten Schicht so
einzustellen, da8 sie nach dem Trocknen im Bereich von
100 bis 500 nm liegt. Dabei wird die Ausgangsschicht-
dicke im Mittel auf 1 bis 3/um eingestellt.

GemdB8 einem Ausfiihrungsbeispiel nach der Lehre der Er-
findung wird die durch Tauchen, Bespriihen oder Auf-
schleudern auf die Schirmglasplatte aufgebrachte Schicht
bei 150°C getrocknet, wo sie noch verhdltnisméBig weich
und verformbar ist. Erst bei Temperaturen bis ca. 500°C
entsteht dann eine chemisch-widerstandsfiZhige, harte
Siliciumdioxidschicht, die durch den Zusatz von dotier-
tem Zinnoxid auch elektrisch leitf#dhig sein kann.

Vor dieser Temperung werden auf die bei 150°¢ getrock-
nete Schicht die Leuchtstoffsuspensionen durch Spriihen
oder Drucken nach dem Doppelmasken-Rasterverfahren auf-
gebracht und bei der Temperung mit der z. B. leitféhigen
Haftschicht verankert.

Weitere Einzelheiten der Erfindung sollen anhand von
zwel ‘Ausfiihrungsbeispielen und der in der Zeichnung be-
findlichen Figur noch néher erldutert werden.

Ausfiihrungsbeispiel 1
Die Si0O,-Beschichtungsfliissigkeit (Merck, ZLI 902) ist

eine L¥sung von Tetraacetoxysilan Si(020233)4 in Acet-
essigester und Athanol. Sie wird unverdiinnt und ohne

Zusdtze mit einer tropffreien Spriihpistole von oben aus in

einem Abstand von ca. 15 cm fein zerstdubt auf ein waage-
recht liegendes Substrat gespriiht, so daB sich eine
Schicht von ca. 3/um Dicke ergibt. Das Substrat ist ein
planes oder in einer Richtung gekriimmtes Schirmglas.
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Nach dem Aufspriihen dieser Haftschicht wird das Substrat
bei maximal 150°C getrocknet. AnschlieBend erfolgt der
Leuchtstoff~-Auftrag wie z. B. in der Patentanmeldung
Piveeeesacssses (VPA 78 P 1010) beschrieben, nach dem
Doppelmasken-Rasterverfahren. Schlieflich wird das
Substrat an Luft bei 450°C flir ein bis zwei Stunden
getempert. Die Leuchtstoffschicht 3 wird dabei, wie in
der Fig. abgebildet, in der sich verdichtenden Haft-
schicht 2, die sich als SiOz-Schicht aushbildet, fest
aufgenommen und somit eine gute Haftfestigkeit der
Leuchtstoffschicht (2, 3) auf dem Substrat 1 erreicht.

Ausflihrungsbeispiel 2
Die Zinnoxid-Beschichtungsfllissigkeit mit Antimon-

Dotierung (Merck ZLI 1079) wird mit einer tropffreien
Spriihpistole unverdilnnt, wie im Ausfilhrungsbeispiel 1,
aufgespritht. Das Substrat 1 ist wieder ein Schirmglas
wie es auch in der Patentanmeldung P..cccceccccees
(VPA 78 P 1010) verwendet wird. Nach dem Trocknen der
Schicht 2 bei ca. 100°C erfolgt die Leuchtstoffbeschich-
tung 3 wie in Beispiel 1 beschrieben. Durch Temperung
des Schirmes 1 bei 450°C an Luft fUir 1 bis 2 Stunden
verdichtet sich die 18tfdhige, antimondotierte, leit-
fédhige Zinnoxidschicht 2 und nimmt die Leuchtstoff-
schicht 3 auf. Damit ist gleichzeitig zum Aufbau einer
leitfihigen Schicht 2 unter den Leuchtstofffliéchen (3)
eine gute Haftfestigkeit der Leuchtstoffschicht (2, 3)
auf dem Substrat 1 erreicht.

1 Figur
10 Patentanspriiche
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1. Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitenden
oder nichtleitenden Schichten flir verbesserte Leucht-
stoffhaftung auf planen oder in einer Richtung gekriimm-
ten Substraten flir Farbbildschirme und -Bildanzeigege-
réte, bel dem auf die als Substrat dienende Schirmglas-
platte Suspensionen unter Zusatz von als Haftvermittler
dienenden, glasbildenden und/oder elektrische Leit-
schichten bildenden Zusdtzen aufgebracht werden, d a -
durch gekennzeichnet, da8 die
Oberflédche der Schirmglasplatte vor der Leuchtstoffbe-
schichtung mit einer alkoholischen L&sung von sauerstoff-
reichen, organischen Silicium- und/oder mit Dotierungs-
atomen versehenen Zinnverbindungen beschichtet wird,

da8 nach Antrocknen dieser Schicht die Leuchtstoffbe-
schichtung durchgefiihrt wird und da8 dann in einem Ten-
perproze die Leuchtstoffe in der beim Tempern gebilde-
ten Siliciumdioxidschicht und/oder dotierten Zinnoxid-
schicht verankert werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e -~
kennzeichnet, daB die Silicium- und/oder
Zinnsalze der niederen Karbons#iuren, wie Tetraacetoxy-
silan und/oder Tetraacetoxystannan in Acetessigester, in
Alkohol geldst, aufgebracht werden. '

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-=~-
kennzeichnet, da8 niedere Mono- und/oder
Dicarbonsduren verwendet werden, die an ihrem Anion ganz
oder teilweise durch Silicium- und/oder Zinnhalogenide
substituiert sind, in Alkohol geldst, verwendet werden.

4, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB Halogenide von Silicium
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und/oder Zinn, die an ihren Anionen teilweise durch S#u-
rereste von niederen Mono- und/oder Dicarbonsiuren sub-
stituiert sind, oder Halogenide von Silicium und/oder
Zinn, die an ihren Anionen teilweise durch Sdurereste
von niederen Mono- und/oder Dicarbonsiuren und durch
Hydroxyl- oder Alkoholreste niederer Alkohole substitu-
iert sind, verwendet werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daB als Dotierstoffe bei Ver-
wendung organischer Zinnverbindungen Antimon- oder Indi-
unverbindungen beigemischt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daB Alkohole und Karbons#uren
§erwendet werden, die weniger oder maximal vier Kohlen-
stoffatome in einer Kette enthalten.

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge -
kennzeichnet, daB8 die Schichtdicke der auf-
gebrachten Schicht so eingestellt wird, daB sie nach dem
Trocknen im Bereich von 100 bis 500 nm liegt.

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, daeadurch ge-
kennzeichnet, da8 die Schicht durch Tauchen,
Sprilhen oder Aufschleudern aufgebracht wird.

9. Verfahren nach Anspruch 1 bpis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Leuchtstoffschicht(en)
nach dem Doppelmasken-Rasterverfahren aufgebracht werden.

10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch ge-~-
kennzeichnet, daB8 die Schicht bei 150°C ge-
trocknet und mit der Leuchtstoffschicht bei ca. 5oo°c in
ca. einer Stunde an Luft getempert wird.
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